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Resumo: As celulas a combustivel destacam-se como geradores de energia devido a serem dispositivos eletroguimicos de
baixo Impacto ambiental. Entre materiais empregados na engenharia do dispositivo da ceélula, encontram-se o0s
Interconectores, os eletrdlitos e os eletrodos. Para os eletrodos, destacam-se componentes como manganita e cobalita,
ambas de lantanio dopada com estroncio. Este trabalho tem como objetivo obter por meio da técnica de Spray Pirolise ferrita
de lantanio dopada com estroncio e cobalto para atuar como catodo (eletrodo) em células a combustivel. Desta forma, este
trabalho investiga parametros de deposicao e da morfologia dos filmes obtidos. As deposicoes foram realizadas em substratos
de silicio (001) com as seguintes temperaturas do substrato: 200°C e 300°C, com presséao de 0,4 bar, altura de asperséao de
15 cm e 20 cm, fluxo da solucao de 1,5 e 4ml/min. A caracterizacao dos filmes foi realizada utilizando microscopia eletronica
de varredura (MEV).
Objetivos

- Depositar filme fino de La0.6Sr0.4C00.2Fe0.8
utilizando a técnica de Spray - Pirolise;

- Analisar a influéncia das variaveis na deposicao
dos filmes finos.

Metodologia

—
LUV um TM3000 0156
% ad . Te 4 o, TV
- . - < ., .8
ol N L
» . » « .
- . »»‘ °
N Ve
» o. -~ ) -

$

Solugao com concentracao
SR Tl Figura 2 - Apresenta a influéncia do fluxo da solucéo

deposicao a 200°C. Microscopia (C) 1,5 mi/min e (D) 4 ml/min;
ambas depositadas com distancia de 15cm.
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Figura 3 - Apresenta a influéncia do aumento da temperatura na
deposicao. Microscopia das amostras (E) 200°C e (F) 300 °C;
ambas com fluxo de 4ml/min e distancia de 15cm.

Conclusao
Foi possivel obter fiimes de La0.65r0.4C00.2Fe0.8,
apresentando morfologia porosa. Alem disso, verifica-se a
formacao de trincas, provavelmente produzidas na retracao
ocasionada na solidificacao do liquido.

O estudo da Influéncia dos parametros (temperatura, fluxo da
solucao e distancia de deposicao) através das imagens obtidas
sugere gue com a reducao da distancia permite uma reducao na
formacao de particulados sobre o substrato, ao contrario do que
se observa com o fluxo da solucao. Ja o aumento da
temperatura proporciona uma maior formacao de particulados e
fragmentacdo de possivel filme a ser formado. Portanto, as
solucoes analisadas permitem verificar a necessidade de
aumentar o fluxo da solucao e reduzir a distancia de deposicao
utiizando baixas temperaturas, proporcionando assim a
formacao de um filme poroso conforme apresentado pelas
microscopias. W

A Figura 1 apresenta os resultados da microscopias da
deposicao de filmes em funcao das variaveis estudadas.
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Figura 1 - Apresenta a influéncia da distancia
de deposicao na temperatura200°C.Microscopia
das amostras (A) 20 cm e Amostra (B) 15 cm.
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